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BAY 32

SILIZIUM-PLANAR-DIODE

fiir allgemeine professionelle Anwendungen

Mechanische Daten:

Gehiuse: Allglas, DO=T
Farbring: Katodemaeite
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Kurzdaten:
Sperrspannung Ug = max, 160 V
Durchlafetrom, Mittelwert bei 5; = 20 oc Lp gy = max. 170 mA
DurchlaBstrom, Scheitelwert IF M - max, 250 mA
Sperrachichttemperatur ¥ - max, 190 °C
DurchlaBspanoung bei Ip = 100 ma, &; = 25 °C vp & 1,5V
Sperrstrom bei Up = 150 ¥, 87 = 25 °C S 100 nA
Kleinsignalkapazitiit
bei Up = 0, f = 1 MHz C 3 15 pF
Sperrverzigerungszeit .
beim Umschalten von Ip = 30 mA auf Up = 35V try = 2,5 us
Sperrverzugsladung
beim Umschalten von Ip = 10 mA auf Up = 5 ¥ QS 4 nAs
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Absolute Grenzwerte:

Sperrspannung: Ug = max. 150 V
Durchlafstrom, Mittelwert: Ip av = max, 170 mA 1}
DurehlaBstrom, Scheitelwert: Ip u = max. 250 mA
ttherlastungs=-StromstoB, t S us: ip gipp = MAXe 2,0 A
fberlastungs-StromatoB, t $1 s: ip gtgp = max. 0,5 A
Sperrschichttemperatur: BJ = max, 190 %C
Lagerungstemperatur: &5 = min., =65 °C

&5 = max, 200 °C

Whirmewiderstand:

WHrmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U & 0,4 ;rdf.ﬂ

Statische Kennwerte:

DurchlaBspannung bei Ip = 100 mA, 35, = 25 °C: Up 1,5V *)
bei Iy = 250 mA, #; = 150 °C: Up 1,9V

Sperrstrom bei Up = 150 V, &; = 25 °C: Ip & 100 nA *)
bei Uy = 150 V, &) = 150 °C: IES 30 pA

l} Integrationszeit tg ., = max, 20 ma;
Tempe raturabhingigkeit sowie Grenzwerte flir Gleichrichter-= und Impulsbeirieb
gind den Eennlinien zu entnehmen.

*) AQL = 0,65 %
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Dynamische Eennwerte: (bei &; = 25 )

Kleinsignalkapazit¥t bei Up = 0, f = 1 WHz: C 18 pF

Sperrverzugsladung
beim Umschalten won Ip = 10 mA auf Ug = 5 V (R = 5000): Qg = 4 (£ 10) nas

Oszillograf|
I_l R = 10MQ
UzUg+l-R =
R = REUEIQF c= aon
fo= 25kHZ
tp= 35us
rr = 15ns

Sperrverzlgerungszeit
beim Umschalten von Ip = 30 mA auf Up = 35 V (R = 2,5 ka),

gemeasen bei ill - 4 mh; top S 2,5 us
gemessen bei ip = 230 pA: to, 2 5,0 ps
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